浅谈我国半导体的发展前景与方向
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摘要：介绍我国半导体事业发展的成就，谈论未来发展的方向，以及我对我国半导体发展的一些小小建议。
	众所周知，我国半导体事业的发展，相对于欧美大多数国家，是偏晚的。但是我国又是半导体原料储量和需求量大国。因此，在这个全球范围下，欧美国家半导体产业发展相对放缓的时间段，中国自己制造半导体的工艺就有很大的发展前景和广阔市场，这也是增强我国自身创新实力的关键阶段。因此本文将重点讲述我国半导体发展事业所取得的一些成就和未来发展的方向。同时也谈论一些我对于当下半导体事业发展的建议。
首先介绍一下我国半导体的发展成就。以2014年为例，年中国集成电路市场规模超过1万亿元,增速高于全球市场。受多样化应用的驱动,市场规模仍将持续保持高速增长的态势,达到1.2万亿元,占全球集成电路市场半壁江山,同比增长将超过10%,远超全球3%的比例。
现在，在第三代半导体占主要市场的环境下，我国的第三代半导体也飞速发展。接下来从五个方面介绍第三代半导体的优势，与我国在这方面所取得的成就。
在Si C衬底及外延方面,我国已经实现2~4英寸Si C衬底的量产,开发出6英寸Si C单晶样品;然而衬底质量与国际水平尚存在一定差距。在Si C外延方面,我国在进口的Si C衬底上实现了2~4英寸。
在Ga N衬底和外延方面,我国形成了具有自主知识产权的氢化物气相外延(HVPE)技术,实现了2英寸自支撑Ga N衬底小批量供货;在Ga N外延方面,成功生长出高质量的4英寸Si C衬底上Ga N HEMT的外延片。此外,已经克服大尺寸Si衬底上Ga N外延材料的开裂和翘曲等关键技术问题,开始批量生产4~6英寸Si上Ga N外延片,在实验室已能制备8英寸外延片,部分技术处于国际先进水平。
在电力电子器件方面,国内多家企业和科研机构已在进口Si C外延片上研制出大容量Si C SBD和JFET,但综合性能与国际先进水平尚有一定差距;已具备Si C SBD的量产能力,产品耐压范围600~1200V,Si C MOSFET等晶体管产品研发能力尚有待提高。在Ga N电力电子器件方面,已经在实验室实现了耐压超过900V的Si上Ga N电力电子器件,性能与国际先进水平有较大差距, 且暂未实现商品化。可喜的是,目前我国有多家Si器件厂商和LED厂商正在积极开发Si上Ga N电力电子技术,基于他们较强的产业化能力,实现技术和产业的跨越式发展可能性很大。
在微波射频器件方面,我国已研制出覆盖C波段至Ka波段的多款军用Ga N HEMT及MMIC,处于样品试制、试用阶段。目前Ga N微波功率器件在低频范围内的部分性能参数已经接近国际先进水平,但在可靠性、工艺技术等方面还存在较大差距。在民用方面,我国推出了用于无线通讯基站的Ga N微波功率管,产品的多项指标处于业界领先水平。
在光电子器件方面,LED技术与国际差距较小,部分技术国际领先。目前我国在蓝宝石衬底上制备的功率型白光LED的产业化光效超过150 lm/W,在Si衬底上制备的功率型LED的产业化光效超过140 lm /W,处于国际领先水平。伴随着国内LED技术的不断成熟,生产规模的不断扩大,我国LED照明产品正以每年超过30%的降价幅度不断接近节能灯等传统照明产品价格,已开始大规模进入室内外通用照明领域。
接下来，举中颖电子的例子，来表现我国半导体企业的发展程度。中颖电子不是一个规模很大的企业，总市值不过60亿。但是近些年来，中颖电子的股票持续上涨，也让人好奇这个企业有何过人之处。从上市后没多久的4.27元，至2016年底的53.45元，这个公司的股价已经在3年时间里实现了十倍股的荣耀。提及中颖电子，不得不提的就是AMOLED驱动芯片。
公司是国内领先的IC设计企业，AMOLED驱动芯片技术优势明显。2017上半年，子公司芯颖科技已经成功交付一款客户委托订制的芯片，为客户点亮了非量产的FULL HDAMOLED柔性屏，完成产品验收。截至三季度末，公司的第二款AMOLED显示驱动芯片新产品已经在晶圆厂流片。在AMOLED芯片领域，公司研发投入力度较大，两款AMOLED芯片的推出彰显在公司的技术实力。预计随着2018年、2019年，国内AMOLED产线进入投产的高峰，公司AMOLED驱动芯片业务将会进入业绩释放期。锂电芯片进入一线笔电大厂，家电受益国产化替代。公司锂电芯片广泛应用于电动自行车、平衡车、电动工具以及PAD、高端手机维修市场，自2016年开始，锂电芯片下游需求强劲，收入增长较快。今年以来，在大客户拓展方面也取得较大突破，目前，锂电芯片已经通过国际级笔电品牌大厂的质量认证，预计2018年开始将会开始贡献收入。 公司是家电主控单芯片最大的国产芯片供应商，预计未来家电板块的增长将主要来自于家电的变频化带来的价值量的增长，以及家电芯片国产化带来的市场空间的扩大。
公司在发展推进现有业务的同时，积极进行物联网领域的战略布局。2017年前三季度，物联网及智能可穿戴设备应用芯片产业化项目投入募集资金865.63万元，累计投入2297万元，实现效益7.84万元；智能家居微控制芯片产业化项目使用自有资金实现效益1203.35万元。看好公司在物联网领域的布局，随着物联网产业的兴起，有望为公司创造新的增长机会。公司锂电芯片完成一线笔电大厂验证，AMOLED驱动芯片第二款产品进入流片流程，业务进展显着。短期看，家电及电机控制芯片、锂电池管理芯片将是驱动业绩增长的主要力量；AMOLED驱动芯片有望接力公司业绩的中长期增长。公司是国内领先的IC设计企业，AMOLED驱动芯片技术优势明显，积极布局物联网芯片，业绩增长空间大。
介绍完我国的半导体事业所取得的成就，接下来介绍一下我国半导体未来的发展方向。
其实，在新兴的许多行业和科技中，都需要用到大量的半导体芯片。
在电力电子领域,目前,我国是电力电子器件全球最大应用市场。在消费类电子、工业电机、智能电网、新能源并网、新能源汽车、大数据中心和移动通讯基站等方面,均需大量高性能的第3代半导体电力电子器件和装备。我国有近10家企事业单位分别开展了Si C和Ga N器件在电网、移动通信等领域的应用技术研究。采用进口Si C器件及模块,在通讯电源功率因数校正(PFC)电路及光伏逆变器中实现了更小的体积和更高的效率。研究了Ga N射频功放技术在移动通信领域中的应用,在输入、输出宽带匹配技术、视频带宽拓宽技术、电源及去耦技术、供电时序控制技术及适合于Ga N功放的数字预失真(DPD)技术等方面形成了一定积累，已有产品针对细分市场实现小批量供货。国家半导体照明工程研发及产业联盟产业研究院(CSA Research)预测,到2020年,我国Si C与Ga N功率器件产业整体市场规模约为226亿元, 其中Ga N市场规模142亿元,Si C市场规模85亿元。2015-2020年,我国Si C电力电子器件复合增长率将超过40%,Ga N复合增长率将达到70%。
在微波射频领域,我国4G和5G网络建设对G a N射频器件需求巨大。C S A R e s e a r c h预测,到2020年,我国Ga N射频器件产业的将达到104亿元,较现有市场规模翻2番，仅在移动通讯基站应用领域,我国的Ga N射频器件的市场规模约为30亿元,将带动射频功率模块产值超60亿元,进而带动4G及5G移动通信基站终端设备市场规模达约800亿元。
在光电子领域,我国第3代半导体材料成功产业化的第一个突破口是半导体照明产业。我国半导体照明产业发展迅速,已经形成了完整的产业链,产业规模持续增长,芯片从无到有,替代进口已经达到75%,创新应用走在世界前列,成为全球发展最快的区域,为实现我国第3代半导体材料及应用的发展奠定了良好的基础。
值得注意的一点即是人工智能。AI在近些年被炒的特别火热，很多东西都被拉过来与之相关。然而，在当下，我们不缺少好的算法，也不缺资金投资，缺的就是足够好的芯片。AI能处理大量复杂的数据，其前提是要有强大的芯片支持。半导体制造商销售前景可期, 这从NVIDIA前一季财报可获得印证。NVIDIA资料中心芯片销售增加近2倍, 达4.09亿美元, 此刻相关芯片销售占该公司整体营收的21%。NVIDIA财报宣布后隔日推出专为深度进修打造的新芯片Volta。
最后谈一谈我对半导体今后发展的看法。我国半导体前些年发展滞后，有一部分原因是因为国家的侧重点出现偏差。国家将大量的资金投给高校科研所，而没有注重扶植优质企业，这导致我国的半导体技术很难带来真正的快速效益，也就吸引不了很多企业大力发展。然而现在情况有所不同。国家改变了方向，将重心放到了企业身上。另一个重点还是人工智能，这是半导体产业一个新的风口，能否抓住这个机会，将决定中国以后半导体产业能追上西方发达国家多少。因此，我觉得集中政策发展半导体工艺是很有必要的。最后就是人才的培养。其实，我国高校对于集成电路的专业人才培养还不够充足，而且也很大程度上停留在书本阶段，真正的应用型人才依旧缺乏。因此，仍然需要加大高校对集成电路的教学重视。
半导体的发展是一个长期累积的过程，国内已处落后地位。但不必怨尤，更需奋起追赶，历史总是在特定的时间划分新的板块，也即所谓的风口。抓住人工智能，智能汽车等多个风口，就能在半导体事业上有大作为。
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